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У роботi експериментально дослiджено вплив ультразвуку на
довжину дифузiї електронiв та струм короткого замикання
кремнiєвих сонячних елементiв у динамiчному режимi. Про-
аналiзовано змiни особливостей акустоiндукованого впливу пi-
сля модифiкацiї напiвпровiдникових структур шляхом нейтрон-
ного опромiнення. Показано, що причинами ефектiв, якi спо-
стерiгаються, може бути оборотна перебудова дефектних ком-
плексiв в ультразвуковому полi.

1. Вступ

Як вiдомо, ультразвук (УЗ) активно взаємодiє з де-
фектами кристалiчної ґратки за рахунок пов’язаних
з ними пружних та електричних полiв [1–6]. Внаслi-
док цього результатом впливу акустичних хвиль мо-
же бути поява нових (чи суттєва модифiкацiя iсную-
чих) властивостей у напiвпровiдникових кристалах,
структурах чи приладах. Тобто УЗ може використо-
вуватися як активний iнструмент так званої iнжене-
рiї дефектiв – фiзико-технологiчного напрямку, який
активно розвивається останнiм часом [7]. Зокрема,
досить перспективним є створення за рахунок кон-
трольованого та динамiчного формування активних
центрiв та нанокластерiв елементної бази електронi-
ки нового поколiння.

Водночас питання акустодефектної взаємодiї у на-
пiвпровiдниках типу кремнiю та германiю вивчено
недостатньо: не iснує не тiльки повної теорiї цього
явища, але й достатньої кiлькостi експерименталь-
них даних, якi дозволяли б точно передбачити ха-

рактер акустоiндукованих змiн властивостей мате-
рiалу. З iншого боку, зрозумiло, що визначальни-
ми для подiбних явищ будуть, поряд iз параметра-
ми УЗ хвиль, властивостi дефектної пiдсистеми кри-
стала. Одним iз добре вивчених iнструментiв впли-
ву на цю пiдсистему є радiацiйне опромiнення мате-
рiалу. Тому для отримання нової iнформацiї, яка б
дозволила пiдвищити розумiння процесiв, що вiдбу-
ваються у напiвпровiдникових кристалах пiд час по-
ширення УЗ, видається слушним порiвняти особли-
востi акусто-iндукованих явищ у структурах, дефе-
ктний склад яких вiдрiзняється завдяки радiацiйно-
му опромiненню, зокрема нейтронному.

Дану роботу присвячено експериментальному ви-
вченню впливу УЗ на параметри (струм коротко-
го замикання, довжину дифузiї електронiв) крем-
нiєвих сонячних елементiв до i пiсля їх модифi-
кацiї шляхом нейтронного опромiнення. На вiдмi-
ну вiд переважної бiльшостi присвячених акусто-
стимульованим явищам у напiвпровiдниках робiт, де
розглядаються незворотнi (статичнi) змiни властиво-
стей кристалiв чи структур внаслiдок УЗ-обробки,
об’єктом нашого дослiдження були динамiчнi (обо-
ротнi) ефекти, якi виникали лише пiд час УЗ-
навантаження (УЗН) i зникали пiсля його припине-
ння. Тобто фактично дослiджено можливiсть дина-
мiчного акустокерування роботою фотоелектрично-
го перетворювача. Також у роботi проведено ана-
лiз можливих механiзмiв акусто-iндукованих явищ
у неопромiнених та нейтронно-опромiнених структу-
рах.
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2. Зразки та методика дослiджень

2.1. Зразки

Сонячнi елементи (СЕ) складалися з пiдкладки Cz-р-
Si, легованої бором (p = 1, 25 · 1015 см−3), товщиною
dp = 300 мкм, на поверхнi якої шляхом iмплантацiї
iонiв фосфору створено шар товщиною dn ≈ 0, 5 мкм
з електронною провiднiстю (n ≈ 1019 см−3). На по-
верхнях СЕ було нанесено алюмiнiєвi контакти: су-
цiльний на p-областi та контактна сiтка на n-областi.
Площа зразкiв S дорiвнювала приблизно 1 см2.

Частину структур опромiнено реакторними ней-
тронами з широким енергетичним спектром (Iнсти-
тут ядерних дослiджень НАН України), загальний
флюенс становив 4 · 1011 см−2. Для позначення нео-
промiнених сонячних елементiв у роботi використову-
ватимуть лiтеросполучення SCO, опромiнених – SCN.

2.2. Методика вимiрювань

Пiд час дослiджень структури розмiщували у камерi
(рис. 1) i проводили вимiрювання їх вольт-амперних
характеристик (ВАХ). Для цього використовували
спецiальну комп’ютерно-керовану установку на осно-
вi аналого-цифрового перетворювача ADA-1282, яка
дозволяла вимiрювати прямi та зворотнi гiлки ВАХ у
дiапазонi змiни постiйного струму вiд 3·10−10 до 10−3

А з кроком напруги 0,01 В. Вимiрювання проводили
в таких умовах:
а) при монохроматичному освiтленнi зразкiв iз боку
n -шару. Для цього використовували свiтло, отримане
за допомогою монохроматора УМ-2, з довжиною хви-
лi λ, що дорiвнює 900 або 950 нм. Залежно вiд умов
дослiду iнтенсивнiсть освiтлення зразка Wph змiню-
валась у 20 разiв. Попереднє калiбрування величини
Wph здiйснено за допомогою германiєвого фотодiода
9Э111А;
б) в умовах акустичного навантаження зразкiв. Для
УЗН використовували LiNbO3 п’єзоелектричнi пере-
творювачi, якi дозволяли збуджувати поздовжнi хви-
лi з частотою fUS, яка дорiвнює 8,0 або 26,1 МГц.
Iнтенсивнiсть акустичних хвиль у зразку WUS зале-
жить вiд амплiтуди високочастотної напруги URF,
яку подавали на п’єзоперетворювач; її величина
оцiнена за допомогою спiввiдношення [8] WUS =
4k2CpfUSZpU

2
RF/ZSiSpM0 (k – коефiцiєнт електроме-

ханiчного зв’язку, Cp та Sp – ємнiсть та площа п’єзо-
перетворювача вiдповiдно, Zp та ZSi – акустичнi iм-
педанси нiобату лiтiю та кремнiю, M0 – коефiцiєнт,
який визначається частотами резонансу та антирезо-
нансу перетворювача). При оцiнюваннi iнтенсивностi
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Рис. 1. Схема експериментальної комiрки: 1 – СЕ, 2 – п’єзопе-
ретворювач, 3 – дiелектричний шар, 4 – екран, 5 – монохрома-
тичне свiтло, 6 – контакт для подачi високочастотної напруги
для збудження УЗ, 7 – контакти для вимiру ВАХ

враховували, що товщина екрануючого та дiелектри-
чного шарiв набагато менша за чверть довжини хви-
лi. У роботi використовували акустичнi хвилi з WUS

до 0,8 Вт/см2, що вiдповiдає механiчному напружен-
ню в УЗ-полi σUS =

√
2WUSρSiυUS = 5, 4 · 105 Н·м−2

(ρSi – густина кремнiю, υUS – швидкiсть звуку в ньо-
му). Як видно з рис. 1, конструкцiя камери передба-
чала екранування п’єзоперетворювача, що забезпечу-
вало електричну незалежнiсть процесiв вимiру ВАХ
та збудження УЗ.

Пiд час дослiдiв температуру зразкiв контролюва-
ли за допомогою мiдь-константанової термопари. На-
грiв зразкiв вiдбувався як пiд час УЗН, так i за до-
помогою спецiальних резистивних нагрiвачiв, не по-
казаних на рис. 1. У другому випадку температура
зразкiв змiнювалась у дiапазонi 290–330 К.

2.3. Методика визначення параметрiв

На основi вимiряних ВАХ у роботi визначено струм
короткого замикання (СКЗ) ISC та довжину дифузiї
електронiв у p-областi Ln для SCO та SCN в умо-
вах УЗН та при вiдсутностi звуку. СКЗ визначали за
стандартною методикою – за перетином ВАХ iз вiссю
струмiв. Що ж до Ln, то в цьому випадку використо-
вували процедуру, яка ґрунтується на такому.

У випадку, коли освiтлення сонячного елемента
здiйснюється монохроматичним свiтлом з боку n-
шару, а його поглинання вiдбувається в основному у
глибинi бази дiода (в p-областi), величина СКЗ опи-
сується виразом [9]:

ISC =
Wph(1−R) qβSλ

hc

αLn
1 + αLn

, (1)
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Рис. 2. Залежнiсть струму короткого замикання SCO вiд кiль-
костi фотонiв, якi падають на одиницю його поверхнi за оди-
ницю часу. Точки – експеримент, лiнiї – лiнiйна апроксимацiя,
λ, нм: 1 – 900, 2 – 950. T = 290 К

де R – коефiцiєнт вiдбиття вiд поверхнi зразка, q –
елементарний заряд, β – коефiцiєнт квантового вихо-
ду, h — стала Планка, c – швидкiсть свiтла у вакуумi,
α – коефiцiєнт поглинання свiтла. Тобто ISC лiнiйно
залежить вiд кiлькостi фотонiв Nph = Wphλ/hc, якi
падають на поверхню за одиницю часу

ISC = KNph , (2)

де коефiцiєнт пропорцiйностi K = (1−R) qβSαLn

1+αLn
. Зна-

ючи коефiцiєнти K1 та K2 для двох близьких довжин
хвиль λ1 i λ2, можна визначити величину Ln:

Ln =
(K1α2)/(K2α1)− 1
α2(1−K1/K2)

, (3)

де α1 та α2 – коефiцiєнти поглинання для свiтла з
довжиною хвилi λ1 та λ2 вiдповiдно; при отриманнi
виразу (3) вважають, що R та β є однаковими для
обох довжин.

У Si при T = 300 K для свiтла з довжиною 900 нм
α1 ≈ 3, 06·102 см−1, а для 950 нм – α2 ≈ 1, 57·102 см−1

[10]. Данi цiєї роботи вiдносяться до власного крем-
нiю, проте враховуючи, що при таких енергiях фо-
тонiв наявнi мiжзоннi переходи, а рiвень легування
недостатнiй для виродженостi напiвпровiдника, ви-
дається виправданим застосовувати цi значення i в
нашому випадку. Отже, для обох довжин ефективна
глибина поглинання набагато бiльша як за dn, так i
за ширину p–n-переходу dpn, яка для дослiджуваних
структур приблизно становить 0,9 мкм. Крiм того,

експериментально визначенi залежностi ISC = f(Nph)
дiйсно є лiнiйними (див. рис. 2). Таким чином, у на-
шому випадку використання формули (1) є цiлком
виправданим. Для даного спектрального дiапазону
коефiцiєнт вiдбиття досить слабо залежить вiд дов-
жини хвилi [10, 11], β = 1 [12]. Це все дає пiдста-
ви для практичного використання формули (3), i то-
му в роботi визначення довжини дифузiї проводили
на основi експериментально вимiряних залежностей
ISC = f(Nph) для довжин хвиль освiтлення 900 нм та
950 нм.

Як вiдомо, при непрямих переходах коефiцiєнт вла-
сного поглинання залежить вiд температури; його
температурна залежнiсть може бути описана виразом
[13]:

α ∼
∑
i=1,2
j=1,2

CiAj

(
(hc/λ− Egj(T ) + Ep i)2

exp(Ep i/kT )− 1
+

+
(hc/λ− Egj(T )− Ep i)2

1− exp(−Ep i/kT )

)
, (4)

де Ep 1 = 1, 827 · 10−2 еВ, Ep 2 = 5, 773 · 10−2 еВ –
частоти Дебая поперечних оптичних та акустичних
фононiв вiдповiдно, константи C1 = 5, 5; C2 = 4, 0;
A1 = 3, 231 · 102 см−1еВ−2, A2 = 7, 237 · 103 см−1еВ−2;
температурну залежнiсть величин Eg1(T ) та Eg2(T )
описано виразом

Egj(T ) = Egj(0)−
γ T 2

T + β
, (5)

де Eg1(0) = 1, 1557 еВ, Eg2(0) = 2, 5 еВ, β = 1108 К,
γ = 7, 021 · 10−4 еВ·К−2 [13]. Розрахунки, проведенi з
використанням виразу (4), показали, що в дiапазонi
температур вiд 290 до 340 К α1 має змiнюватись вiд
2, 99 · 102 см−1 до 3, 32 · 102 см−1, а α2 — вiд 1, 54 · 102

см−1 до 1, 71 · 102 см−1.

3. Отриманi результати

Проведенi дослiдження показали, що при “беззвуко-
вому” нагрiваннi СЕ (як опромiнених, так i неопромi-
нених) спостерiгається незначне зростання величини
ISC, причому у дослiджуваному температурному iн-
тервалi ця залежнiсть лiнiйна:

ISC(T ) = ISC, 0[1 + η (T − T0)] , (6)

де ISC, 0 – СКЗ при температурi T0 = 290 К, η – тем-
пературний коефiцiєнт; для SCO ISC, 0 = 0, 16 мА,
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Рис. 3. Дiаграми вiдносних змiн струму короткого замикання у порiвняннi зi змiнами довжини дифузiї неосновних носiїв заряду
при беззвуковому нагрiвi (а) та в умовах УЗН (b) у неопромiнених (1) та опромiнених (2) структурах. ISC визначали для
освiтлення з λ = 900 нм

η = 5, 3 · 10−3 К−1, для SCN ISC, 0 = 0, 17 мА,
η = 4, 5·10−3 К−1. Зазначимо, що загалом пiсля опро-
мiнення величина СКЗ зменшувалась, i тому для пiд-
вищення вiдносної точностi її визначення при дослi-
дженнi SCN використовували освiтлення приблизно
вдвiчi бiльше за iнтенсивнiстю, нiж для SCO за одна-
кових усiх iнших умов.

У лiтературi [9] таке зростання СКЗ пов’язують зi
збiльшенням Ln при пiдвищеннi температури. Для
перевiрки даної гiпотези в роботi було проведено ви-
значення довжини дифузiї у дослiджуваному темпе-
ратурному iнтервалi. Дiйсно, виявилось, що при пiд-
вищеннi температури величина Ln зростає i збiльшен-
ня ISC можна практично повнiстю пояснити саме цим
процесом (див. рис. 3,a). На цьому рисунку наведено
дiаграму, на якiй по вертикалi вiдкладено змiни СКЗ
при рiзних температурах, а по горизонталi – змiни
коефiцiєнта Γ = αLn/(1 + αLn), розрахованi з ви-
користанням значень Ln, визначених для тих самих
температур, при яких проводили вимiрювання ISC,
та з урахуванням температурної залежностi коефiцi-
єнта поглинання (4). На рисунку наведено вiдноснi
змiни ISC та Γ порiвняно зi значеннями цих величин
при T0. Згiдно з (1), якщо R та β слабо залежать
вiд температури, то змiна СКЗ має визначатися са-
ме коефiцiєнтом Γ. Дiйсно, як для опромiнених, так
i неопромiнених структур змiни ISC та Γ практично
однаковi – на рис. 3,a точки розташованi дуже близь-
ко до дiагоналi.

Перед тим, як перейти до розгляду впливу УЗ на
величини, якi визначались у роботi, пiдкреслимо, що
всi виявленi акустоiндукованi (АI) змiни параметрiв

Рис. 4. ВАХ неопромiнених (1, 2) та опромiнених (3, 4) СЕ в
умовах УЗН (2, 4) та без нього (1, 3). T , К: 319 (1, 2), 305
(3, 4); fUS, МГц: 8 (2), 26 (4); σUS, 105 Н·м−2: 5,4 (2), 1,7 (4).
λ = 900 нм, Wph для SCN та SCO рiзна

були оборотними, тобто пiсля припинення УЗН за час
порядку десяти хвилин параметри СЕ поверталися
до вихiдних значень. Детально дослiдити перехiднi
процеси не вдалося, оскiльки час вимiрювання ВАХ
був спiврозмiрний з часом релаксацiї.

В умовах УЗН вiдбувалася змiна ВАХ як для SCO,
так i для SCN-зразкiв (рис. 4). Зокрема при УЗН спо-
стерiгається зростання СКЗ (див. рис. 5). Оскiльки
при УЗН вiдбувається певний нагрiв зразкiв, а вели-
чина ISC залежить вiд температури, то як показник
АI впливу розглянуто величину вiдносної змiни СКЗ
εISC = (IUS

SC − ITSC)/ITSC, де IUS
SC – величина СКЗ, ви-
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Рис. 5. Залежнiсть акустоiндукованих змiн СКЗ вiд напруги в ультразвуковiй хвилi в неопромiнених (1) та опромiнених (2)
структурах. fUS, МГц: 8 (a), 26 (b). ISC визначали для освiтлення з λ = 900 нм

мiряна пiд час акустичного навантаження структури
приблизно через 40 хв пiсля його початку в усталено-
му температурному режимi; ITSC — величина СКЗ за
вiдсутностi УЗ в СЕ, коли його температура така ж,
як пiд час УЗН. Спираючись на наведенi результати
можна видiлити такi особливостi акустичного впливу
на СКЗ: 1) εISC практично лiнiйно зростає зi збiль-
шенням σUS; 2) при використаннi УЗ бiльшої частоти
спостерiгається бiльш ефективний вплив на СКЗ; 3) в
опромiнених зразках величина АI ефекту бiльша.

Одна з можливих причин АI збiльшення СКЗ – зро-
стання Ln в акустичному полi. Для перевiрки цього
припущення було проведено вимiри довжини дифузiї
в умовах УЗН. Виявилось, що дiйсно пiд час пошире-
ння акустичних хвиль величина Ln бiльша, нiж при
тих самих температурах за вiдсутностi УЗН. АI зро-
стання довжини дифузiї становить величину порядку
100 мкм при найбiльших з використовуваних значень
σUS i спостерiгається як для зразкiв SCO, так i SCN.
До речi, ефекти АI динамiчного збiльшення Ln в р-Si
спостерiгалися i ранiше [14].

Як показали оцiнки, для неопромiнених зразкiв
зростання СКЗ можна практично повнiстю пов’яза-
ти з АI впливом на довжину дифузiї (див. рис. 3,b).
Механiзм цього явища може бути таким. Вiдомо, що
одним з основних рекомбiнацiйних центрiв, якi ви-
значають довжину дифузiї неосновних зарядiв у Cz–
Si:B (матерiалу пiдкладки СЕ) є домiшковий ком-
плекс BSO2i [15, 16]. Для цього дефекту характерна
зарядово-залежна конфiгурацiйна бiстабiльнiсть: вiн
може знаходитися або в конфiгурацiї BSOsq

2i (бiльш
ймовiрнiй для однократно додатного зарядженого

стану) або в BSOst
2i (яка є бiльш ймовiрною для ней-

трального стану комплексу). У роботi [4] показано,
що: 1) у структурах, подiбних за складом до ви-
користаних у данiй роботi, присутнi саме компле-
кси BSO2i; 2) в умовах УЗН вiдбувається змiна ре-
комбiнацiйної активностi точкових дефектiв, зокре-
ма розглянута можливiсть акустоiндукованої перебу-
дови центра BSOsq

2i . На наш погляд, у випадку, який
розглядається, пiд час УЗН вiдбувається саме така
перебудова BSOsq

2i −→ BSOst
2i частини комплексiв i

яка в подальшому спричинює їх перехiд у нейтраль-
ний стан; унаслiдок цього рекомбiнацiйна активнiсть
BSO2i зменшується, а Ln та ISC зростають. Як ви-
дно з наведених залежностей (рис. 5), ефективнiсть
подiбної перебудови лiнiйно залежить вiд механiчно-
го напруження в УЗ хвилi. Збiльшення ефективно-
стi АI змiн зi зростанням частоти УЗ, яке спостерi-
гається в експериментах, може бути пов’язане з на-
ближенням fUS до власних частот коливань домiшко-
вого комплексу, тобто вiдомим резонансним характе-
ром акустодефектної взаємодiї [5]. Певним аргумен-
том на користь того, що саме перебудова дефектiв є
причиною АI змiн, показаних на рис. 5, є i досить
повiльне (протягом десятка хвилин) повернення па-
раметрiв до своїх вихiдних значень пiсля припинення
УЗН.

Водночас дослiдження показали, що для нейтрон-
но-опромiнених зразкiв величина змiни СКЗ в умовах
УЗН бiльша, нiж змiни коефiцiєнта Γ, пов’язанi з АI
зростанням Ln (рис. 3,b). Це свiдчить про iснуван-
ня додаткових механiзмiв впливу УЗ на СКЗ у та-
ких зразках. Як видно з виразу (1), однiєю з причин
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цього може бути зменшення коефiцiєнта вiдбиття вiд
поверхнi зразка.

У роботi [6] наведено результати, якi свiдчать про
зменшення R у результатi УЗ обробки кремнiю для
спектрального дiапазону, який використовували в на-
ших дослiдах. Проте мусимо зазначити, що цей ефект
мав залишковий характер, i автори [6] пов’язували
його зi зменшенням концентрацiї легуючої домiшки
у приповерхневому шарi напiвпровiдника внаслiдок
акустостимульованої дифузiї вглиб кристала. У на-
ших експериментах використовували акустичнi хвилi
значно меншої потужностi, нiж в [6] (0,8 та 5 Вт/см2

вiдповiдно), i тому акустостимульованої дифузiї фо-
сфору не вiдбувалося, в SCO зразках СКЗ зростав
лише за рахунок впливу на довжину дифузiї носiїв
внаслiдок АI перебудови BSO2i.

Вiдомо (див., наприклад, [17]), що дефектний склад
приповерхневого шару суттєво впливає на процеси
вiдбиття свiтла. На нашу думку, утворенi в резуль-
татi нейтронного опромiнення дефекти (насамперед
вакансiї та комплекси, що мiстять вакансiї) є аку-
стоактивними, тобто здатними змiнювати свiй стан
при взаємодiї з пружними коливаннями. Зокрема в
[1] показано, що в УЗ полi в Cz–Si вiдбувається дина-
мiчна модифiкацiя комплексу вакансiя–кисень. Подi-
бна АI перебудова або змiна заселеностi рiвнiв ком-
плексiв пiд час УЗН i спричиняє зменшення коефiцi-
єнта вiдбиття i появу додаткового механiзму зроста-
ння СКЗ. До речi, такi процеси, а саме зменшення
до 8% R за рахунок змiни заселеностi рiвнiв у про-
цесi акустичного навантаження спостерiгалися ранi-
ше в епiтаксiйних плiвках GaAs [18]. Iншою причи-
ною зменшення R може бути певне текстурування
поверхнi нейтронно-опромiнених структур в умовах
УЗН.

Таким чином, у результатi нейтронного опромi-
нення може вiдбуватися змiна просторового розта-
шування областi ефективної акустодефектної взає-
модiї, i данi процеси починають ефективно вiдбува-
тися також у приповерхневому шарi напiвпровiдни-
ка.

4. Висновки

У роботi проведено експериментальне дослiдження
впливу УЗ в динамiчному режимi на струм коротко-
го замикання та довжину дифузiї неосновних носi-
їв заряду в неопромiнених та нейтронно-опромiнених
кремнiєвих сонячних елементах. Виявлено акустоiн-
дуковане оборотне зростання цих параметрiв, дослi-

джено характери їх залежностей вiд частоти УЗ та
механiчного напруження в акустичнiй хвилi.

Показано, що у неопромiнених структурах пере-
важаючим механiзмом зростання СКЗ є збiльшення
довжини дифузiї носiїв заряду, яке, в свою чергу, мо-
же вiдбуватися завдяки перебудовi домiшкових ком-
плексiв BSO2i. У нейтронно-опромiнених структурах
має мiсце додатковий механiзм акустоiндукованого
впливу на СКЗ, який може бути пов’язаний зi змен-
шенням коефiцiєнта вiдбиття свiтла вiд поверхнi еле-
мента за рахунок, наприклад, модифiкацiї вакансiй-
них комплексiв.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕЙТРОННОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ
АКУСТОДЕФЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

О.Я. Олих

Р е з ю м е

В работе экспериментально исследовано влияние ультразву-
ка на длину диффузии электронов и ток короткого замыка-
ния кремниевых солнечных элементов в динамическом ре-
жиме. Проанализированы изменения особенностей акустоин-
дуцированного влияния после модификации полупроводни-
ковых структур путем нейтронного облучения. Показано,
что причинами наблюдаемых эффектов может быть обра-
тимая перестройка дефектных комплексов в акустическом
поле.

FEATURES OF NEUTRON IRRADIATION EFFECT
ON DYNAMIC ACOUSTO-DEFECT INTERACTION
IN SILICON SOLAR CELLS

O.Ya. Olikh

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64, Volodymyrska Str., Kyiv 01601, Ukraine)

S u m m a r y

The effect of ultrasound on the electron diffusion length and the

short-circuit current in silicon solar cells operating in the dynamic

mode has been studied experimentally. The variations of features

of this effect after a modification of semiconductor structures by

the neutron irradiation are analyzed. It is shown that a reversible

reconstruction of defect complexes in the ultrasound field can be

responsible for the effects observed.
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